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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に実装された複数の薄膜半導体発光素子と
　を備え、
　各薄膜半導体発光素子が、アノード接続パッドおよびカソード接続パッドを有し、
　前記アノード接続パッドおよびカソード接続パッドの少なくとも一方が、メッシュ形状
、縞模様、回折模様または渦巻き形状を有するように形成された部分を有すること
　を特徴とする半導体発光装置。
【請求項２】
　基板上に、アノード共通配線およびカソード共通配線を有し、
　各薄膜半導体発光素子の前記アノード接続パッドと前記アノード共通配線とを、第１の
薄膜配線により電気的に接続し、
　各薄膜半導体発光素子の前記カソード接続パッドと前記カソード共通配線とを、第２の
薄膜配線により電気的に接続したこと
　を特徴とする請求項１に記載の半導体発光装置。
【請求項３】
　前記アノード接続パッドおよび前記カソード接続パッドは、同一層の上に、前記アノー
ド接続パッドは第１の層間絶縁膜を介して、前記カソード接続パッドは当該第１の層間絶
縁膜を介さずに形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の半導体発光装



(2) JP 5622708 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

置。
【請求項４】
　前記アノード接続パッドおよび前記カソード接続パッドの少なくとも一方が、金属蒸着
法またはスパッタリング法にて成膜したのち、エッチングあるいはリフトオフにてパター
ニングしたものであることを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項に記載の半導
体発光装置。
【請求項５】
　前記薄膜半導体発光素子が、分子間力によって基板に固着されていることを特徴とする
請求項１から４までのいずれか１項に記載の半導体発光装置。
【請求項６】
　前記第１の薄膜配線および前記第２の薄膜配線が、矩形状であることを特徴とする請求
項２に記載の半導体発光装置。
【請求項７】
　前記第１の層間絶縁膜が、無機絶縁膜あるいは有機絶縁膜からなることを特徴とする請
求項３に記載の半導体発光装置。
【請求項８】
　前記薄膜半導体発光素子上に形成される第２の層間絶縁膜をさらに有し、
　前記第１の層間絶緑膜と前記第２の層間絶縁膜とが、互いにエッチング選択性を有する
層間絶縁膜の組み合わせにより形成されていることを特徴とする請求項３に記載の半導体
発光装置。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか１項に記載の半導体発光装置を用いた画像表示装置。
【請求項１０】
　請求項１から８までのいずれか１項に記載の半導体発光装置を用いた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に半導体発光素子を実装した半導体発光装置、並びに、この半導体発
光装置を用いた画像形成装置および画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真プリンタのプリントヘッドには、複数のＬＥＤを一列に配列したＬＥＤアレイ
を用いたものがある。このようなプリントヘッド（ＬＥＤアレイヘッド）では、ＬＥＤア
レイと駆動回路とをワイヤボンディングにより接続している。ＬＥＤアレイと駆動回路と
を一体形成することにより、ボンディングパッドやワイヤの数を削減することができる。
【０００３】
　ＬＥＤアレイヘッドに用いられる半導体発光装置として、近年、薄膜半導体発光素子を
、予め配線部を形成した実装基板の表面に分子間力により固着し、薄膜配線を用いて薄膜
半導体発光素子と配線部とを接続するようにした半導体発光装置が提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に開示された半導体発光装置では、発光部および個別電極（パッド）を形成
した薄膜半導体発光素子を、配線部を形成した実装基板の表面に分子間力により固着して
いる。薄膜半導体発光素子の個別電極は、薄膜配線により、実装基板の配線部に接続され
ている。また、薄膜半導体発光素子を実装する際に位置ずれが生じた場合の電気接続を容
易にするため、薄膜半導体発光素子の個別電極は、発光部より大きな面積を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－７９２６２号公報（図２参照）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、個別電極は金属であり、薄膜半導体発光素子の他の部分よりも熱膨張率
が大きい。そのため、個別電極を大面積に形成すると、製造工程における熱収縮により、
薄膜半導体発光素子に応力が作用し、薄膜半導体発光素子に反りやクラックが発生する可
能性がある。また、薄膜半導体発光素子の反りが大きいと、薄膜半導体発光素子が実装基
板から剥がれ、歩留まりが低下する原因となる。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、薄膜半導体発光素子にお
ける反りやクラックの発生を防止し、歩留まりを向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る半導体発光素子は、基板と、基板上に実装された複数の薄膜半導体発光素
子とを備え、各薄膜半導体発光素子が、アノード接続パッドおよびカソード接続パッドを
有し、アノード接続パッドおよびカソード接続パッドの少なくとも一方が、メッシュ形状
、縞模様、回折模様または渦巻き形状を有するように形成された部分を有することを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、薄膜半導体発光素子における反りやクラックの発生を防止し、歩留ま
りを向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態における半導体発光装置を示す平面図である。
【図２】第１の実施の形態における半導体発光装置を拡大して示す平面図である。
【図３】図２に示す線分ＩＩＩ－ＩＩＩにおける矢視方向の断面図である。
【図４】図２に示す線分ＩＶ－ＩＶにおける矢視方向の断面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における薄膜半導体発光素子を示す平面図である。
【図６】比較例における半導体発光装置を示す平面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態における薄膜半導体発光素子を示す平面図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態の変形例における薄膜半導体発光素子を示す平面図で
ある。
【図９】本発明の第２の実施の形態の別の変形例における薄膜半導体発光素子を示す平面
図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態における半導体発光装置を示し、図２に示す線分Ｉ
ＩＩ－ＩＩＩにおける矢視方向の断面図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態における半導体発光装置を示し、図２に示す線分Ｉ
Ｖ－ＩＶにおける矢視方向の断面図である。
【図１２】第１、第２または第３の実施の形態における半導体発光装置を用いたプリント
ヘッドを示す断面図である。
【図１３】図１２のプリントヘッドを用いた画像形成装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明の第１の実施の形態における半導体発光装置１００を示す平面図である
。図２は、図１に示した半導体発光装置１００を拡大して示す平面図である。図３は、図
２に示す線分ＩＩＩ－ＩＩＩにおける矢視方向の断面図である。図４は、図２に示す線分
ＩＶ－ＩＶにおける矢視方向の断面図である。図５は、図２に示した半導体発光装置１０
０の薄膜半導体発光素子１０１を示す平面図である。
【００１２】
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　図１に示す半導体発光装置１００は、例えばＨＵＤ（ヘッドアップディスプレイ）、携
帯端末、プロジエクタなどの画像表示装置１０を構成している。この半導体発光装置１０
０は、後述する実装基板１０９（図３）上に、複数の薄膜半導体発光素子１０１を、行列
に配置している。ここでは、行方向をＸ方向とし、列方向をＹ方向とする。
【００１３】
　各列の薄膜半導体発光素子１０１は、共通のアノード共通配線１０６に接続されており
、各アノード共通配線１０６はアノード引き出しパッド１０７に接続されている。各行の
薄膜半導体発光素子１０１は、共通のカソード共通配線１０３に接続されており、各カソ
ード共通配線１０３はカソード引出しパッド１０２に接続されている。アノード共通配線
１０６およびカソード共通配線１０３を介して、各薄膜半導体発光素子１０１を個別に発
光制御することにより、２次元画像を表示することができる。
【００１４】
　図２に示すように、薄膜半導体発光素子１０１は、アノード共通配線１０６に接続され
るアノード薄膜配線１０５と、カソード共通配線１０３に接続されるカソード薄膜配線１
０８とを有している。アノード薄膜配線１０５およびカソード薄膜配線１０８は、いずれ
も、矩形状（長方形状）に形成されている。なお、カソード薄膜配線１０８とカソード共
通配線１０３との接続部（開口部１０４ａ）は、後述する図４に示されている。
【００１５】
　アノード共通配線１０６およびカソード共通配線１０３は、例えば、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ
またはＴｉ／Ｐｔ／ＡｕＧｅＮｉにより形成される。なお、配線材料の表記に関しては、
スラッシュの左側の層が、右側の層よりも下層に位置するものとする。アノード薄膜配線
１０５およびカソード薄膜配線１０８も、アノード共通配線１０６およびカソード共通配
線１０３と同様、例えば、Ｔｉ／Ｐｔ／ＡｕまたはＴｉ／Ｐｔ／ＡｕＧｅＮｉにより形成
される。
【００１６】
　図３に示すように、薄膜半導体発光素子１０１は、発光層１１３と、この発光層１１３
を上下に挟み込むように形成された上下２層のｐ層１１２ａ，１１２ｂと、ｐ層１１２ａ
の上側に形成されたアノード電極１１８と、ｐ層１１２ｂの下側に形成されたｎコンタク
ト層１１４とを有している。
【００１７】
　発光層１１３は、例えば、ＩｎＧａＮ層とＧａＮ層とを有する多重量子井戸（ＭＱＷ）
層、または、ＡｌＧａＩｎＰ層を有する多重量子井戸層である。ｐ層１１２ａ，１１２ｂ
は、例えば、ｐ－ＧａＮまたはｐ－ＧａＰにより形成されている。ｎコンタクト層１１４
は、例えば、ｎ－ＧａＮまたはｎ－ＧａＡｓにより形成されている。アノード電極１１８
は、例えば、ＩＴＯ（酸化インジウム錫）、ＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）またはＮｉ／
Ａｕにより形成されている。
【００１８】
　上述した発光層１１３およびｐ層１１２ａ，１１２ｂからなる積層体は、後述するエッ
チングにより、ｎコンタクト層１１４を露出させるようにパターニングされている。また
、露出したｎコンタクト層１１４および積層体（発光層１１３およびｐ層１１２ａ，１１
２ｂ）を覆うように、層間絶縁膜１１６が設けられている。層間絶縁膜１１６は、ＳｉＮ
、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３などの無機絶縁膜や、ポリイミド、エポキシ、アクリルなどの有
機絶縁膜である。
【００１９】
　層間絶縁膜１１６は、アノード電極１１８上の所定箇所、およびｎコンタクト層１１４
上の所定箇所（図４）に、開口（コンタクトホール）を有している。
【００２０】
　図４に示すように、ｎコンタクト層１１４上には、層間絶縁膜１１６の開口に位置する
ように、カソード接続パッド１１５が形成されている。カソード接続パッド１１５は、例
えば、Ｔｉ／Ａｌ、Ｔｉ／Ｐｔ／ＡｕＧｅＮｉにより形成されている。
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【００２１】
　また、ｎコンタクト層１１４上に形成された層間絶縁膜１１６上には、アノード接続パ
ッド１１１が形成されている。アノード接続パッド１１１は、例えば、Ｔｉ／Ａｌ、Ｔｉ
／Ｐｔ／ＡｕＧｅＮｉにより形成されている。アノード接続パッド１１１とカソード接続
パッド１１５とは、高さが略同一となるように（すなわち、略同一面上に）形成されてい
る。
【００２２】
　また、アノード接続パッド１１１からアノード電極１１８の上面にかけて、接続部１１
９（図３）が形成されている。接続部１１９は、アノード電極１１８上の層間絶縁膜１１
６の開口を介して、アノード電極１１８に接続されている。
【００２３】
　図５に示すように、アノード接続パッド１１１およびカソード接続パッド１１５は、い
ずれも、例えば５μｍ×１３μｍといった大きな面積を有している。これは、薄膜半導体
発光素子１０１を実装基板１０９に実装する際に位置ずれが生じた場合でも、電気接続を
容易にするためである。そのため、アノード接続パッド１１１およびカソード接続パッド
１１５を、単なる長方形状（ベタ形状）に形成したのでは、後述する熱収縮に伴って薄膜
半導体発光素子１０１に応力が加わる可能性がある。
【００２４】
　そこで、本実施の形態では、アノード接続パッド１１１およびカソード接続パッド１１
５は、微細加工された部分を有している。より具体的には、アノード接続パッド１１１お
よびカソード接続パッド１１５は、メッシュ形状、すなわち複数の開口部（メッシュ穴）
を二次元的に配列した形状を有している。このように形成することで、薄膜半導体発光素
子１０１に与える応力が緩和される。
【００２５】
　図３に戻り、薄膜半導体発光素子１０１が実装される実装基板１０９は、例えば、Ｓｉ
，ＧａＡｓ，ＧａＰ，ＩｎＰ，ＧａＮ，ＺｎＯ等の半導体基板、ＡｌＮ，Ａｌ２Ｏ３等の
セラミック基板、ガラスエポキシ基板、Ｃｕ，Ａｌ等の金属基板、またはプラスチック基
板で構成されている。
【００２６】
　実装基板１０９上には、例えばＳｉまたはＳｉＯ２からなる絶縁膜１１０が形成されて
おり、絶縁膜１１０上には、上述したカソード共通配線１０３が形成されている。カソー
ド共通配線１０３を覆うように、表面粗さが５ｎｍ以下の、例えばポリイミドまたはエポ
キシ樹脂からなる平坦化膜１０４が形成されている。薄膜半導体発光素子１０１は、平坦
化膜１０４の表面に、分子間力により固着されている。
【００２７】
　実装基板１０９に実装された薄膜半導体発光素子１０１を覆うように、層間絶縁膜１１
７が形成されている。層間絶縁膜１１７は、感光性を有する有機絶縁膜、または無機絶縁
膜である。なお、図１および図２の平面図では、層間絶縁膜１１７は省略されている。
【００２８】
　次に、半導体発光装置１００の製造方法について説明する。
　まず、実装基板１０９とは別の成長基板上に、例えばＡｌＧａＡｓからなる犠牲層を形
成し、この犠牲層の上に、ｎコンタクト層１１４、ｐ層１１２ｂ、発光層１１３、ｐ層１
１２ａ、およびアノード電極１１８を順に積層する。次に、この積層体をエッチングして
、ｎコンタクト層１１４を露出させる。そののち、積層体および露出したｎコンタクト層
１１４を覆うように、層間絶縁膜１１６を形成する。
【００２９】
　次いで、層間絶縁膜１１６をフォトリソグラフィまたはエッチングによって部分的に除
去し、アノード電極１１８およびｎコンタクト層１１４への接続のための開口を形成する
。さらに、ｎコンタクト層１１４上の所定の箇所に、アノード接続パッド１１１およびカ
ソード接続パッド１１５を、金属蒸着法あるいはスパッタリング法にて成膜し、リフトオ
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フやエッチングなどによってパターニングする。アノード接続パッド１１１およびカソー
ド接続パッド１１５は、上記の通り、メッシュ形状を有している。
【００３０】
　なお、図４に示すように、カソード接続パッド１１５は、層間絶縁膜１１６の開口を介
してｎコンタクト層１１４に接している。一方、アノード接続パッド１１１は、層間絶縁
膜１１６上に形成され、ｎコンタクト層１１４には接していない。また、アノード接続パ
ッド１１１と共に接続部１１９（図３）も形成され、層間絶縁膜１１６の開口を介してア
ノード電極１１８に接続される。
【００３１】
　このようにしてＬＥＤ（発光ダイオード）構造を形成したのち、エッチングにより犠牲
層を除去することにより、ＬＥＤ構造を成長基板から分離する。なお、犠牲層（例えばＡ
ｌＧａＡｓ）は、エッチャントとして例えばフッ酸を用いて、ＬＥＤ構造および成長基板
に対して選択的に除去される層である。このようにして成長基板から分離したＬＥＤ構造
が、薄膜半導体発光素子１０１となる。
【００３２】
　一方、実装基板１０９上には、絶縁膜１１０を形成し、この絶縁膜１１０上にカソード
共通配線１０３を形成し、その上に、表面粗さが５ｎｍ以下となるように平坦化膜１０４
を形成する。
【００３３】
　そして、成長基板から分離されたＬＥＤ構造（薄膜半導体発光素子１０１）を、実装基
板１０９上の平坦化膜１０４に分子間力により固着する。これにより、薄膜半導体発光素
子１０１が実装基板１０９に実装される。
【００３４】
　薄膜半導体発光素子１０１を実装基板１０９に実装したのち、これらを覆うように層間
絶縁膜１１７を形成する。層間絶縁膜１１７が感光性を有する有機絶縁膜である場合には
フォトリソグラフィを用い、無機絶縁膜である場合には成膜後にエッチングを行うことに
より、アノード接続パッド１１１およびカソード接続パッド１１５のそれぞれの上部に開
口を形成する。
【００３５】
　そののち、アノード薄膜配線１０５およびカソード薄膜配線１０８を、層間絶縁膜１１
７上に形成する。このとき、層間絶縁膜１１７に形成された開口を介して、アノード薄膜
配線１０５がアノード接続パッド１１１に接続され、カソード薄膜配線１０８がカソード
接続パッド１１５に接続される。
【００３６】
　カソード薄膜配線１０８は、層間絶縁膜１１７および平坦化膜１０４に形成した開口１
０４ａ（図４）において、カソード共通配線１０３に接続される。また、アノード共通配
線１０６は、アノード薄膜配線１０５に接続される。アノード共通配線１０６およびカソ
一ド共通配線１０３は、図１に示したアノード引き出しパッド１０７およびカソード引き
出しパッド１０２にそれぞれ接続される。
【００３７】
　次に、第１の実施の形態の効果について、比較例と対比して説明する。まず、比較例の
半導体発光装置について説明する。
【００３８】
　図６は、比較例の半導体発光装置を示す平面図である。図６に示す半導体発光装置８０
０は、薄膜半導体発光素子８０１を実装基板８０９に実装したものである。薄膜半導体発
光素子８０１には、発光部８０３およびアノード接続パッド８０６が形成されている。な
お、カソード接続パッドについては、図示および説明を省略する。実装基板８０９には、
駆動回路を含む配線部８０４が形成されている。
【００３９】
　薄膜半導体発光素子８０１および実装基板８０９は、図示しない層間絶縁膜で覆われて
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いる。層間絶縁膜には、アノード接続パッド８０６および配線部８０４に対応する開口８
０５，８０８が形成されている。また、層間絶縁膜上には、アノード接続パッド８０６と
配線部８０４とを電気的に接続する薄膜配線８０７が形成されている。
【００４０】
　アノード接続パッド８０６は、金属からなり、発光部８０３と比較して面積が大きく、
単純な長方形状を有している。そのため、薄膜半導体発光素子８０１の製造過程で温度変
化が生じると、アノード接続パッド８０６が薄膜半導体発光素子８０１の他の部分よりも
大きく熱収縮する。そのため、薄膜半導体発光素子８０１に面内方向に応力が作用し、薄
膜半導体発光素子８０１にクラックや反りが生じる可能性がある。また、薄膜半導体発光
素子８０１の反りが大きい場合には、実装基板８０９に実装した際に、薄膜半導体発光素
子８０１が実装基板８０９から剥がれる可能性がある。
【００４１】
　これに対し、上述した第１の実施の形態（図１～５）によれば、アノード接続パッド１
１１およびカソード接続パッド１１５がメッシュ形状を有しているため、各接続パッドが
単純な長方形状である場合と比較して、熱収縮を抑制することができる。そのため、薄膜
半導体発光素子１０１にクラックや反りが発生することを抑制することができる。従って
、実装基板１０９からの薄膜半導体発光素子１０１の剥がれを防止することができる。
【００４２】
　このように、本発明の第１の実施の形態では、薄膜半導体発光素子１０１のアノード接
続パッド１１１およびカソード接続パッド１１５が微細構造（具体的にはメッシュ形状）
を有しているため、各接続パッド１１１，１１５の熱収縮に伴う薄膜半導体発光素子１０
１への応力が緩和される。その結果、薄膜半導体発光素子１０１におけるクラックや反り
の発生を防止し、また、実装基板１０９からの剥がれを防止することができる。
【００４３】
　加えて、各接続パッド１１１，１１５が、全体として大きな面積を有することができる
ため、薄膜半導体発光素子１０１を実装基板１０９に実装する際に位置ずれが生じた場合
であっても、各接続パッド１１１，１１５を各共通配線１０６，１０３に容易に電気接続
することができる。
【００４４】
　また、各接続パッド１１１，１１５がメッシュ形状であり、金属層（メッシュ穴以外の
部分）がつながっているため、接続パッドの全体に亘って導通が確保され、接続パッドと
しての機能を十分に発揮することができる。
【００４５】
　なお、ここでは、アノード接続パッド２１１およびカソード接続パッド２１５の両方が
微細構造（メッシュ形状）を有している場合について説明したが、いずれか一方のみが微
細構造を有していてもよい。
【００４６】
第２の実施の形態．
　図７は、本発明の第２の実施の形態における薄膜半導体発光素子１０１を示す平面図で
ある。第１の実施の形態と同一の構成要素には、同一の符号を付す。第２の実施の形態で
は、アノード接続パッド２１１およびカソード接続パッド２１５の構成が、第１の実施の
形態と異なっている。
【００４７】
　上述した第１の実施の形態におけるアノード接続パッド１１１およびカソード接続パッ
ド１１５がメッシュ形状を有していたのに対し、第２の実施の形態におけるアノード接続
パッド３１１およびカソード接続パッド２１５は、縞模様形状を有している。
【００４８】
　具体的には、アノード接続パッド１１１は、Ｙ方向に長い長尺状部分が複数平行に配列
され、それぞれの長尺状部分のＹ方向の一端（ここでは、アノード電極１１８側の端部）
が互いに連結された形状を有している。言い換えると、アノード接続パッド１１１は、そ
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の外縁に達するＹ方向に長いスリットがＸ方向に複数配列された形状を有している。カソ
ード接続パッド１１５も、アノード接続パッド１１１と同様の形状を有している。
【００４９】
　これらアノード接続パッド２１１およびカソード接続パッド２１５は、第１の実施の形
態と同様、金属蒸着法やスパッタリング法にて成膜したのち、リフトオフやエッチングな
どによってパターニングして形成する。
【００５０】
　この第２の実施形態では、アノード接続パッド２１１およびカソード接続パッド２１５
が縞模様形状を有しているため、比較例（図６）のようなベタ形状と比較して、温度変化
に伴う熱収縮を抑制することができ、薄膜半導体発光素子１０１に加わる応力を緩和する
ことができる。そのため、薄膜半導体発光素子１０１のクラックや反りを抑制することが
でき、また、実装基板１０９からの剥がれを抑制することができる。
【００５１】
　また、この第２の実施の形態では、各接続パッド２１１，２１５が、その外縁に達する
複数のスリットを有する形状である。すなわち、金属層が存在しない領域（スリットの部
分）が、金属層によって閉じられていない。そのため、各接続パッド２１１，２１５のパ
ターニングの際にレジストが孤立せず、従ってリフトオフによる各接続パッド２１１，２
１５の形成が容易である。
【００５２】
　以上説明したように、本発明の第２の実施の形態では、薄膜半導体発光素子１０１のア
ノード接続パッド２１１およびカソード接続パッド２１５が縞模様形状を有しているため
、各接続パッド２１１，２１５の熱収縮に伴う薄膜半導体発光素子１０１への応力が緩和
される。その結果、薄膜半導体発光素子１０１におけるクラックの発生や、実装基板１０
９からの剥がれを防止することができる。
【００５３】
　また、各接続パッド２１１，２１５が、全体として大きな面積を有することができるた
め、薄膜半導体発光素子１０１を実装基板１０９に実装する際に位置ずれが生じた場合で
あっても、各接続パッド２１１，２１５を各共通配線１０６，１０３に容易に電気接続す
ることができる。
【００５４】
　さらに、各接続パッド２１１，２１５において、金属層が存在しない領域が、金属層に
よって閉じられていないため、リフトオフによる形成が容易である。そのため、エッチン
グによるパターニングが難しいＡｕやＰｔなどを用いて（リフトオフにより）各接続パッ
ド２１１，２１５を形成することができる。
【００５５】
変形例．
　第２の実施の形態では、図７に示した縦縞模様の接続パッドについて説明したが、図８
および図９に示すような変形も可能である。
【００５６】
　図８に示した変形例では、アノード接続パッド４１１およびカソード接続パッド４１５
が、Ｘ方向に長い長尺状部分がＹ方向に複数配列された縞模様形状を有している。言い換
えると、アノード接続パッド４１１およびカソード接続パッド４１５は、外縁に達するＸ
方向に長いスリットがＹ方向に複数配列された形状を有している。
【００５７】
　また、図９（Ａ）に示した変形例では、アノード接続パッド５１１およびカソード接続
パッド５１５が、矩形の渦を巻くように形成されている。言い換えると、アノード接続パ
ッド５１１およびカソード接続パッド５１５では、外縁に達するスリットが、矩形の渦を
描くように延在している。
【００５８】
　また、図９（Ｂ）に示した変形例では、アノード接続パッド６１１およびカソード接続
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パッド６１５が、回折模様を描くように形成されている。
【００５９】
　これらの変形例においても、各接続パッド４１１，４１５，５１１，５１５，６１１，
６１５の熱収縮に伴う薄膜半導体発光素子１０１への応力が緩和されるため、薄膜半導体
発光素子１０１のクラックや反りの発生や、実装基板１０９からの剥がれを防止すること
ができる。
【００６０】
　また、図８および図９（Ａ）に示した各接続パッド４１１，４１５，５１１，５１５は
、スリットが外縁まで達しているため、上述した第２の実施の形態と同様、リフトオフに
よる形成が容易である。
【００６１】
第３の実施の形態．
　図１０および図１１は、本発明の第３の実施の形態における半導体発光装置１００を示
す断面図である。図１０は、図２に示す線分ＩＩＩ－ＩＩＩにおける矢視方向の断面図に
対応し、図１１は、図２に示す線分ＩＶ－ＩＶにおける矢視方向の断面図に対応している
。第１または第２の実施の形態と同一の構成要素には、同一の符号を付す。
【００６２】
　本実施の形態では、ｎコンタクト層１１４上に形成される層間絶縁膜３１６と、薄膜半
導体発光素子１０１上に形成される層間絶縁膜３１７を、互いにエッチング選択性を有す
る材料で形成されている。層間絶縁膜３１６，３１７は、ＳｉＮ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３

などの無機絶縁膜、または、ポリイミド、エポキシ、アクリルなどの有機絶縁膜で構成さ
れる。互いにエッチング選択性を有する層間絶縁膜３１６，３１７の組み合わせの例とし
ては、Ａｌ２Ｏ３とＳｉＮの組み合わせ、Ａｌ２Ｏ３とＳｉＯ２の組み合わせ、およびＳ
ｉＮとポリイミドの組み合わせなどが好ましい。
【００６３】
　Ａｌ２Ｏ３は、熱燐酸などによりパターニングすることができ、ＣＦ４ドライエッチン
グには耐性がある。また、ＳｉＮおよびＳｉＯ２は、ＣＦ４ドライエッチングによりパタ
ーニングすることができ、熱燐酸には耐性がある。また、ポリイミドは、フォトリソグラ
フィによりパターニングすることができ、熱燐酸およびＣＦ４ドライエッチングに耐性が
ある。
【００６４】
　このように、層間絶縁膜３１６，３１７が、互いにエッチング選択性を有する２種類の
層間絶縁膜の組み合わせにより形成されているため、薄膜半導体発光素子１０１を実装基
板１０９に実装した後に層間絶縁膜３１７を形成してパターニングする際に、既に形成し
た層間絶縁膜３１６がエッチングされることがない。従って、アノード薄膜配線１０５を
形成する際に、アノード接続パッド１１１の下のｎコンタクト層１１４が露出することが
なく、短絡を防止することができる。
【００６５】
　なお、この第３の実施の形態では、アノード接続パッド１１１およびカソード接続パッ
ド１１５の形状は、第１、第２の実施の形態または各変形例で説明したいずれの形状であ
ってもよい。
【００６６】
　以上説明したように、本発明の第３の実施の形態によれば、第１および第２の実施の形
態で説明した効果に加えて、層間絶縁膜３１６，３１７を、エッチング選択性を有する層
間絶縁膜の組み合わせとすることにより、一方の層間絶縁膜のエッチングの際に、他方の
層間絶縁膜がエッチングされることを防止することができる。そのため、例えばアノード
薄膜配線１０５とｎコンタクト層１１４との短絡を防止することができる。
【００６７】
　上述した各実施の形態における薄膜半導体発光素子１０１を用いた半導体発光装置１０
０は、例えば２次元アレイ光源として、ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレイ）、携帯端未
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、プロジェクタなどに適用することができ、消費電力を低減し、高輝度かつ高精細な画像
表示を実現することができる。
【００６８】
　また、上述した各実施の形態における薄膜半導体発光素子１０１を用いた半導体発光装
置１００は、例えば１次元アレイ光源として、ＨＭＤ（ヘッドマウントディスプレイ）な
どの画像表示装置、または電子写真プリンタなど画像形成装置に適応することもできる。
【００６９】
　ここで、各実施の形態における薄膜半導体発光素子１０１を用いた半導体発光装置１０
０を適用した画像形成装置の構成例について説明する。
【００７０】
　図１２は、上述した第１、第２または第３の実施の形態における半導体発光装置１００
を、画像形成装置のプリントヘッド２０に適用した例を示す断面図である。
【００７１】
　図１２に示すプリントヘッド（ＬＥＤアレイヘッド）２０は、ベース部材２１上に、第
１、第２または第３の実施の形態における半導体発光装置１００を搭載したものである。
半導体発光装置１００の薄膜半導体発光素子１０１は、１次元（図１に示す行方向Ｘ、列
方向Ｙの何れであっても良い）に配列されている。
 
【００７２】
　半導体発光装置１００の上方には、薄膜半導体発光素子１０１から出射された光を集光
する光学素子としてのロッドレンズアレイ２２が配設されている。ロッドレンズアレイ２
２は、複数の光学レンズ要素を、薄膜半導体発光素子１０１の配列方向に沿って配列した
もので、光学素子ホルダとしてのレンズホルダ２３によって所定位置に保持されている。
【００７３】
　レンズホルダ２３は、ベース部材２１および半導体発光装置１００を覆うように形成さ
れている。これらベース部材２１、半導体発光装置１００およびレンズホルダ２３は、ク
ランパ２４によって一体的に保持されている。
【００７４】
　半導体発光装置１００から出射された光は、ロッドレンズアレイ２２を通して、後述す
る感光体ドラム４１の表面に照射され、静電潜像の形成に用いられる。
【００７５】
　図１３は、図１２に示したプリントヘッド２０を用いた画像形成装置３０の構成例を示
す図である。
【００７６】
　画像形成装置３０は、例えばカラー電子写真プリンタであり、イエロー、マゼンタ、シ
アンおよびブラックの画像を形成するプロセスユニット４０Ｙ，４０Ｍ，４０Ｃ，４０Ｋ
を有している。プロセスユニット４０Ｙ，４０Ｍ，４０Ｃ，４０Ｋは、印刷用紙などの媒
体Ｐの搬送路３９に沿って配置されている。これらのプロセスユニット４０Ｙ，４０Ｍ，
４０Ｃ，４０Ｋは共通の構成を有しているため、例えばシアンのプロセスユニット４０Ｃ
を例にとって構成を説明する。
【００７７】
　プロセスユニット４０Ｃは、図中時計回り方向に回転可能な像担持体としての感光体ド
ラム４１を有している。感光体ドラム４１の周囲には、その回転方向に沿って、感光体ド
ラム４１の表面を一様に帯電させる帯電装置４２と、感光体ドラム４１の表面に選択的に
光を照射して静電潜像を形成するプリントヘッド（露光装置）２０と、感光体ドラム４１
の表面に形成された静電潜像を所定の色（シアン）のトナーで現像する現像装置４３と、
感光体ドラム４１の表面に残留したトナーを除去するクリーニング装置４４とが配設され
ている。
【００７８】
　画像形成装置３０の下部には、媒体Ｐを収納する媒体カセット３１が装着されている。
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媒体カセット３１の上方には、媒体カセット３１に収納された媒体Ｐを１枚ずつ分離して
送り出すフィードローラ３２が配設されている。更に、フィードローラ３２によって送り
出された媒体Ｐの搬送方向に沿って、媒体Ｐをプロセスユニット４０Ｙ，４０Ｍ，４０Ｃ
，４０Ｋに搬送する搬送ローラ対３３，３３が配設されている。
【００７９】
　プロセスユニット４０Ｙ，４０Ｍ，４０Ｃ，４０Ｋの各感光体ドラム４１に対向する位
置には、転写ローラ４５が配設されている。各感光体ドラム４１上のトナー像を媒体Ｐに
転写するため、各感光体ドラム４１の表面と各転写ローラ４５の表面との間には、所定の
電位差が付与されている。
【００８０】
　搬送路３９に沿ってプロセスユニット４０Ｙ，４０Ｍ，４０Ｃ，４０Ｋの下流側には、
定着装置３５が配置されている。定着装置３５は、加熱ローラとバックアップローラとを
有し、媒体Ｐ上に転写されたトナーを加圧・加熱することによって定着させる。また、定
着装置３５の下流側には、定着装置３５から排出された媒体Ｐを、画像形成装置３０外部
に設けられたスタッカ部３８に搬送する排出ローラ対３６，３７が配置されている。
【００８１】
　次に、画像形成装置３０の動作について説明する。
　まず、媒体カセット３１に収容されている媒体Ｐが、フィードローラ３２によって１枚
ずつ分離されて搬送路３９に送り出される。搬送路３９に送り出された媒体Ｐは、搬送ロ
ーラ対３３，３４によって、プロセスユニット４０Ｙの感光体ドラム４１と転写ローラ４
５とのニップ部に搬送される。
【００８２】
　プロセスユニット４０Ｙでは、感光体ドラム４１の表面が帯電装置４２によって一様に
帯電される。さらに、プリントヘッド２０の各薄膜半導体発光素子１０１（図１８）が画
像情報に応じて光を出射し、これにより感光体ドラム４１の表面が露光されて静電潜像が
形成される。感光体ドラム４１上に形成された静電潜像は、現像装置４３によって現像さ
れてトナー像となる。媒体Ｐが感光体ドラム４１と転写ローラ４５とのニップを通過する
際に、感光体ドラム４１の表面のトナー像が媒体Ｐに転写される。
【００８３】
　媒体Ｐは、同様に、プロセスユニット４０Ｍ，４０Ｃ，４０Ｋを通過し、各感光体ドラ
ム４１上のトナー像が媒体Ｐの表面に順次転写される。
【００８４】
　トナー像が転写された媒体Ｐは、定着装置３５に搬送され、熱および圧力によりトナー
像が媒体Ｐに定着する。トナー像が定着された媒体Ｐは、排出ローラ対３６，３７により
、スタッカ部３８に排出される。これにより、媒体Ｐにカラー画像が形成される。
【００８５】
　なお、上述した各実施の形態の半導体発光装置が、上述したカラー電子写真プリンタ以
外の画像形成装置にも適用できることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　画像表示装置、　２０　プリントヘッド、　３０　画像形成装置、　１００　半
導体発光装置、　１０１　薄膜半導体発光素子、　１０２　カソード引き出しパッド、　
１０３　カソード共通配線、　１０４　平坦化膜、　１０５　アノード薄膜配線、　１０
６　アノード共通配線、　１０７　アノード引き出しパッド、　１０８　カソード薄膜配
線、　１０９　実装基板（基板）、　１１０　絶縁膜、　１１１　アノード接続パッド、
　１１２ａ，１１２ｂ　ｐ層、　１１３　発光層、　１１４　ｎコンタクト層、　１１５
　カソード接続パッド、　１１６　層間絶縁膜（第１の層間絶縁膜）、　１１７　層間絶
縁膜（第２の層間絶縁膜）、　１１８　アノード電極、　１１９　接続部、　２１１　ア
ノード接続パッド、　２１５　カソード接続パッド、　３１１　アノード接続パッド、　
３１５　カソード接続パッド、　４１１　アノード接続パッド、　４１５　カソード接続
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パッド、　５１６　層間絶縁膜（第１の層間絶縁膜）、　５１７　層間絶縁膜（第２の層
間絶縁膜）。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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